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CCi8333 带有源米勒钳位和输出分离的
单通道隔离式栅极驱动器

特性

 单通道智能隔离式栅极驱动器

 输入侧 VCC的电源电压：3V ~ 5.5V，带 UVLO 保护控制

 输出驱动侧 VDD的电源电压：13V ~ 30V，带 UVLO 保护控制

 具有 6A 峰值拉电流和 10A 峰值灌电流

 高共模瞬态抑制 (CMTI)：最小值为 200V/ns，典型值为 250V/ns
 满足增强型隔离要求，具有超高绝缘耐压：

AC BV>16kVRMS, VIOSM=11.25 kVPK(变压器油中测试）

 75ns 典型传播延迟

 10ns 最大脉宽失真

 VCLAMP = 1V 时，1.3A 有源米勒钳位

 主动输出下拉特性，在低电源或输入悬空的情况下，输出被有

效地钳位到下部 NMOS 器件的阈值电压

 故障保护时，输出采用 120mA 软关断（STO）

 去饱和 DESAT 故障保护。故障时，通过 XFLT 发出故障报警，

XRST 可复位清除故障。

 具有 RDY 引脚指示的输入和输出欠压锁定(UVLO)，当欠压时，

RDY = L。

 有源输出下拉特性，在低电源或输入悬空的情况下默认输出低

电平

 抑制 < 20ns 的输入脉冲，可接收最小 36ns 的窄脉冲

 工作环境温度：-40°C ~ 125°C

 ESD ( HBM ) ±3kV，ESD ( CDM ) ±1.5kV

 采用 SOP16W 封装，爬电距离和间隙 > 8.5mm

应用

 电机驱动器

 工业电源、UPS 和电池充电器

 太阳能逆变器

 HEV 和 EV 电源模块

 隔离 IGBT、功率 MOSFET 栅极驱动

概述

CCi8333 是一款用于 IGBT 和 MOSFET 的 5.7kVRMS 增强型隔离

栅极驱动器，具有分离输出（OUTH 和 OUTL）以及 6A 的拉电流能力

和 10A 的灌电流能力。CCi8333 可有效驱动 IGBT、MOSFET，具有

75ns 典型传播延迟和 10ns 最大脉宽失真。输入侧通过一个 5.7kVRMS

增强型隔离层与输出驱动器隔离，两侧之间的共模瞬态抑制（CMTI）

最小值为 200 V/ns。

输出驱动侧可接受最大 30V的VDD - VSS、VDD - VEE 电源电压。

输入侧 VCC 接受 3 V ~ 5.5 V 的电源电压。所有电源电压引脚都具有

欠压锁定(UVLO)保护功能，在欠压保护状态下，输出 OUT 为低电平。

内置去饱和(DESAT)故障检测功能，可识别栅极驱动器故障状态。

检测到 DESAT > 9V 时，故障逻辑会立即阻断隔离器输出，并启动软

关断，当栅极电压下降到 1.8V 时（相对于 VEE），栅极驱动器输出会

被 CLAMP 拉至 VEE，使得驱动器的栅极降低到足够低的电平。

CCi8333 提供 SOP16W 封装，工作温度范围为-40 至+125°C，符

合 RoHS 相关规定要求。

器件信息

器件型号 封装 封装尺寸（典型值）

CCi8333SWD SOP16W 10.30mm x 7.50mm

安全认证

 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离

产品封装图
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功能框图

1 产品信息

1.1订购信息

产品名称 UVLO电压（V） 封装外形 包装

CCi8333SWD-2AH 6 SOP16W 编带，1000 片/卷

CCi8333SWD-2BH 8 SOP16W 编带，1000 片/卷

CCi8333SWD-2CH 10 SOP16W 编带，1000 片/卷

CCi8333SWD-2DH 12 SOP16W 编带，1000 片/卷

1.2 产品名称定义

http://www.crosschipmicro.com
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2 管脚定义

SOP16W 封装

名称 编号 描述

VEE 1 驱动输出侧负电源电压

DESAT 2 去饱和电压输入

VSS 3 驱动输出侧地

OUTH 4 驱动输出侧栅驱动上管输出

VDD 5 驱动输出侧正电源电压

OUTL 6 驱动输出侧栅驱动下管输出

CLAMP 7 驱动的米勒钳位输出

VEE 8 驱动输出侧负电源电压

GND 9 控制侧地

INP 10 控制侧正向输入

INN 11 控制侧反向输入

RDY 12

电源准备好的输出。

1、当驱动侧和控制侧的电源电压高于欠压保护电压后，RDY 会输入高。

2、当 DESAT 故障报警时，RDY 也会拉低。在 RDY = L 时，XRST 不能

复位芯片的故障，只有 RDY 重新为高后，表明芯片可以被复位，此时 XRST

可复位芯片的故障报警。

XFLT 13 故障报警输出。当 DESAT 保护时，控制侧输出低，进行故障报警。

XRST 14

复位输入信号。输入高时控制侧使能有效。但是当芯片进入 DESAT 故障

报警后，需要通过 XRST = L 来复位故障。当 XRST 上升沿后，芯片重新

使能。

VCC 15 控制侧电源电压

GND 16 控制侧地

http://www.crosschipmicro.com
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3 极限参数

参数 符号，测试条件 最小值 最大值 单位

控制侧电源电压 VCC ~ GND -0.3 6 V

输出驱动侧正电源电压 VDD ~ VSS -0.3 35 V

输出驱动侧电源电压 VDD ~ VEE -0.3 35 V

输出驱动侧负电源电压 VEE ~ VSS -18 0.3 V

驱动输出侧上管输出电压 OUTH VEE - 0.3 VDD + 0.3 V

驱动输出侧下管输出电压 OUTL VEE - 0.3 VDD + 0.3 V

控制侧 IO 电压 INP、INN、XRST、XFLT、RDY GND - 0.3 VCC + 0.3 V

控制侧输出电流 IXFLT、IRDY 5 mA

DESAT 电压 DESAT VSS - 0.3 VDD + 0.3 V

CLAMP 电压 CLAMP VEE - 0.3 VDD + 0.3 V

最大结温 TJ(MAX) -40 150 °C

存储环境温度 TS -40 165 °C

静电保护（ESD）
HBM -3 3 kV

CDM -1.5 1.5 kV

注意：应用时不要超过最大额定值，以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。

4 推荐工作环境

参数 符号，测试条件 最小值 最大值 单位

控制侧电源电压 VCC ~ GND 3 5.5 V

输出驱动侧正电源电压 VDD ~ VSS 13 30 V

输出驱动侧电源电压 VDD ~ VEE 13 30 V

输出驱动侧负电源电压 VEE ~ VSS -15 0 V

输入高阈值电压 VIH 0.7 × VCC VCC V

输入低阈值电压 VIL 0 0.3 × VCC V

输入的脉冲宽度 t_filter 36 ns

XRST 复位故障脉冲宽度 t_RSTfilter 600 ns

结温 TJ -40 150 °C

工作环境温度 TA -40 125 °C

5 热阻信息

参数 符号，测试条件 数值 单位

结与环境热阻 RJA（SOP16W） 97 °C/W

结与外壳热阻 RJC（SOP16W） 40 °C/W

http://www.crosschipmicro.com
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6 工作特性

6.1 电气特性 (VCC = 5V，VDD - VSS = 15V，VEE - VSS= -8V，VCC 至 GND 接 0.1uF 电容，VDD 至 VSS 接 1uF 电容，VEE 至 VSS 接 1uF

电容，CL = 100pF，TA = -40°C ~ 125°C。除非另有说明，典型值为 TA = 25°C)

工作范围：VCC = 3V ~ 5.5V，VDD - VEE = 13V ~ 30V，VDD - VSS = 13V ~ 30V，VEE - VSS = -15V ~ 0V。

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位

电源电压特性

VCC 工作电压 VCC 3 5.5 V

VCC 静态电流 IVCCQ

INP = low，INN = low 1.5 1.9 2.3 mA

INP = high，INN = low 2.7 3.3 3.8 mA

VCC UVLO 释放阈值 VCCON 2.6 2.7 2.9 V

VCC UVLO 复位阈值 VCCOFF 2.45 2.52 2.75 V

VCC UVLO 迟滞 VCCHYS 0.18 V

VCC UVLO 释放到 OUT/RDY

高
tVCC-OR1 INP = high，INN = low，VCC=1.8V->5V 16 22 us

VCC UVLO 复位到 OUT/RDY

低
tVCC-OR2 INP = high，INN = low，VCC=5V->1.8V 1 us

VCC=0V 上升到 OUT/RDY 高 tVCC-OR0 INP = high，INN = low，VCC=0V->5V 25 33 us

VDD 工作电压 VDD 13 30 V

VDD 静态电流 IVDDQ

INP = low，INN = low 3.4 4.0 4.6 mA

INP = high，INN = low 3.6 4.1 4.8 mA

VDD - VSS UVLO 释放阈值 VDDON 11.4 12 12.8 V

VDD - VSS UVLO 复位阈值 VDDOFF 10.4 11 11.8 V

VDD - VSS UVLO 迟滞 VDDHYS 1 V

VDD UVLO 释放到 OUT 高 tVDD-OUT1 INP = high，INN = low，VDD=8V->15V 6 9 us

VDD UVLO 复位到 OUT 低 tVDD-OUT2 INP = high，INN = low，VDD=15V->8V 0.5 1 us

VDD UVLO 释放到 RDY 高 tVDD-RDY1 INP = high，INN = low，VDD=8V->15V 7.5 10 us

VDD UVLO 复位到 RDY 低 tVDD-RDY2 INP = high，INN = low，VDD=15V->8V 6 8 us

VDD=0V 上升到 OUT/RDY 高 tVDD-OR0 INP = high，INN = low，VDD=0V->15V 15.6 22 us

逻辑输入输出特性

输入下拉电阻 RDOWN INP 50 kΩ

输入上拉电阻 RUP INN、XRST、RDY、XFLT 50 kΩ

输入逻辑高阈值 VIH INP、INN、XRST 0.7 × VCC V

输入逻辑低阈值 VIL INP、INN、XRST 0.3 × VCC V

输入迟滞 VHYS INP、INN、XRST 0.1 × VCC 0.15 × VCC V

输入逻辑高漏电流 ILH INP = VCC -100 uA

输入逻辑低漏电流 ILL V(INN, XRST) = GND 100 uA

XFLT、RDY 上拉电流 IPU V(RDY, XFLT) = GND 100 uA

XFLT、RDY 逻辑低输出电流 IOL V(RDY, XFLT) =0.2V 2.2 3.3 mA

http://www.crosschipmicro.com


6

crossISO series
DATASHEET-CCi8333-SC-rev0.9-3

成都芯进电子股份有限公司版权所有 2025
https://www.crosschipmicro.com

接上表：

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位

栅极驱动特性

主动输出下拉电压 VOUTPD IOUTH/L = 200mA，VDD = open 2 2.2 V

逻辑高输出电压 VOUTH IOUTH = 100 mA VDD - 200 VDD - 120 mV

逻辑低输出电压 VOUTL IOUTL = -100 mA 35 75 mV

逻辑高输出峰值电流 IOUTH
INP = high，INN = low，

VOUTH = VDD - 15 V
4 6 A

逻辑低输出峰值电流 IOUTL
INP = low，INN = high，

VOUTL = VEE + 15 V
7 10 A

故障状态下的低电平输出电流 IOLF 150 220 mA

输出上管电阻 ROUTH IOUTH = 100 mA 1.2 2 Ω

输出下管电阻 ROUTL IOUTL = -100 mA 0.35 0.75 Ω

米勒钳位特性

低电平钳位电压 VCLP ICLP = 20 mA VEE + 0.015 VEE + 0.05 V

低电平钳位电流 ICLP VCLAMP = 1V，1us 的脉冲测试 0.7 1.3 2.2 A

钳位阈值电压 VCLPH 1.5 1.8 2.1 V

短路钳位特性

OUTH - VDD 钳位电压 VCLP_OUTH
INP = low，INN = low，

tCLP = 10 us，IOUTH = 500 mA
1.0 V

OUTL - VDD 钳位电压 VCLP_OUTL
INP = high，INN = low，

tCLP = 10 us，IOUTL = 500 mA
1.4 V

CLAMP - VDD 钳位电压

VCLP_CLAMP

INP = high，INN = low，

tCLP = 10 us，ICLP = 500 mA
1.7 V

CLAMP 钳位电压
INP = high，INN = low，

ICLP = 20 mA
0.8 V

OUTL 钳位电压 VCLP_OUTL
INP = high，INN = low，

ICLP = 20 mA
0.75 V

DESAT保护特性

消隐电容充电电流 ICHG VDESAT - VSS = 2 V 0.44 0.51 0.58 mA

消隐电容放电电流 IDCHG VDESAT - VSS = 6 V 9 15 mA

相对于 VSS 的 DESAT 阈值电

压
VDSTH 8.5 9.0 9.5 V

相对于 VSS 的 DESAT 电压 VDSL OUTH/L 为低电平 0.4 0.7 1 V

http://www.crosschipmicro.com
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6.2开关特性 (VCC = 5V，VDD ~ VSS = 15V，VEE ~ VSS= -8V，TA = -40°C ~ 125°C。除非另有说明，典型值为 TA = 25°C)

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位

传播延迟-高到低 tPHL CL = 1 nF 75 90 ns

传播延迟-低到高 tPLH CL = 1 nF 75 90 ns

脉冲宽度失真 PWD CL = 1 nF 10 ns

输出上升时间 10% → 90% tr CL = 1 nF 10 14 18 ns

输出下降时间 90% → 10% tf CL = 1 nF 10 13 16 ns

最小脉宽 tPWmin CL = 1 nF 36 50 ns

片间延时差异[1] tsk-pp CL = 1 nF 20 ns

INP、INN、XRST 上的毛刺滤波时间 tGF CL = 1 nF 14 20 26 ns

DESAT 检测到VOUTH/L至 90%的延迟

时间
tDS(90%) CL = 10 nF 425 700 ns

DESAT 检测到VOUTH/L至 10%的延迟

时间
tDS(10%) CL = 10 nF 1500 2500 ns

DESAT 毛刺滤波延迟时间 tDS(GF) CL = 1 nF 280 ns

DESAT 检测到 XFLT 为低的延迟时间 tDS(XFLT) 1.4 us

前缘消隐时间 tLEB 310 500 800 ns

用于重置 XFLT 的 XRST 毛刺滤波时间 tGF(RSTFLT) 300 400 600 ns

共模瞬态抑制 CMTI 200 250 V/ns

注：[1] tsk-pp 片间延时差异（在相同电压、相同温度条件下测试）：

相同沿延迟差异：
 
 

















minPLHmaxPLH

minPHLmaxPHL

tt
tt

1max

不同沿延迟差异： inmPHLmaxPLH tt2max   、 minPLHaxmPHL tt3ax m  
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6.3曲线&波形 (除非另有说明，TA = 25°C)

图 6-1 IOUTH vs TA （VDD - VOUT = 15V） 图 6-2 IOUTH vs VDD - VOUTH/L

图 6-3 IOUTL vs TA （VOUT - VEE = 15V） 图 6-4 IOUTL vs VOUTH/L - VEE

图 6-5 VDSTH vs TA（VDD - VEE = VDD - VSS） 图 6-6 输出瞬态波形 （DESAT、RDY、XFLT） 4us/Div

CL = 10 nF，RGH =0 Ω，RGL = 0 Ω，

VDD - VEE = VCC - VSS = 15 V，DESAT = 220 pF

http://www.crosschipmicro.com
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图 6-7 输出瞬态波形（50ns/Div）

CL = 1 nF，RGH = 0 Ω，RGL = 0Ω，

VDD - VEE = VCC - VSS = 20 V

图 6-8 输出瞬态波形（500ns/Div）

CL = 10 nF，RGH = 0 Ω，RGL = 0Ω，

VDD - VEE = VCC - VSS = 20 V

图 6-9 输出瞬态波形（2000ns/Div）

CL = 100 nF，RGH = 0 Ω，RGL = 0 Ω，

VDD - VEE = VCC - VSS = 20 V

图 6-10 输出瞬态波形（50ns/Div）

CL = 1 nF，RGH = 10 Ω，RGL = 5 Ω，

VDD - VEE = VCC - VSS = 20 V

图 6-11 输出瞬态波形（500ns/Div）

CL = 10 nF，RGH =10 Ω，RGL = 5 Ω，

VDD - VEE = VCC - VSS = 20 V

图 6-12 输出瞬态波形（2000ns/Div）

CL = 100 nF，RGH =10 Ω，RGL = 5 Ω，

VDD - VEE = VCC - VSS = 20 V

http://www.crosschipmicro.com
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图 6-13 IVCC vs TA

INP = high，INN = low

图 6-14 IVCC vs TA

INP = low，INN = low

图 6-15 IVCC vs FIN 图 6-16 IVDD vs TA

FIN = 1 kHz

图 6-17 IVDD vs FIN

无负载

图 6-18 IVDD vs CL

RGH = 10 Ω，RGL = 5 Ω，20 kHz

http://www.crosschipmicro.com
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图 6-19 tP vs TA

CL = 1 nF，RGH = 0 Ω，RGL = 0 Ω，VCC = 5 V

图 6-20 tP vs TA

CL = 1 nF，RGH = 0 Ω，RGL = 0 Ω，VDD = 15 V

图 6-21 tP vs CL

RGH = 10 Ω，RGL = 5 Ω，VCC = 5 V

图 6-22 tR vs CL

RGH = 0 Ω，RGL = 0 Ω，VCC = 5 V

图 6-23 tF vs CL

RGH = 0 Ω，RGL = 0 Ω，VCC = 5 V

图 6-24 tR vs CL

RGH = 10 Ω，RGL = 5 Ω，VCC = 5 V

http://www.crosschipmicro.com
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图 6-25 tF vs CL

RGH = 10 Ω，RGL = 5 Ω，VCC = 5 V

图 6-26 tLEB vs TA

图 6-27 tDESAT(10%) vs TA

CL = 10 nF，RGH = 0 Ω，RGL = 0 Ω

图 6-28 tDESAT(90%) vs TA

CL = 10 nF，RGH = 0 Ω，RGL = 0 Ω

图 6-29 tDESAT(XFLT) vs TA 图 6-30 XFLT and RDY Low to RDY High Delay vs TA

VCC = 5V，VDD = 15V

http://www.crosschipmicro.com
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图 6-31 XRST to XFLT Delay vs TA

VCC = 5V，VDD = 15V

图 6-32 ICLP vs TA

图 6-33 VOUTPD vs TA

IOUTH/L = 200mA

图 6-34 VCLP_CLAMP vs TA

图 6-35 VOUTH_CLAMP vs TA 图 6-36 VOUTL_CLAMP vs TA

http://www.crosschipmicro.com


14

crossISO series
DATASHEET-CCi8333-SC-rev0.9-3

成都芯进电子股份有限公司版权所有 2025
https://www.crosschipmicro.com

图 6-37 ICHG vs TA

VDD = 15 V

图 6-38 IDCHG vs TA

VDD = 15 V

http://www.crosschipmicro.com
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7 高压特性描述

7.1 绝缘特性

参数 符号 测试条件 数值 单位

外部间隙 CLR 引脚间的最短空气距离 >8 mm

外部爬电 CPG 引脚间的最短封装表面距离 >8 mm

通过绝缘的距离 DTI 双绝缘层的最小内部间隙（内部间隙）（2×75um） 150 µm

相对漏电起痕指数 CTI DIN EN 60112 (VDE 0303-11); >600 V

物料组 根据 IEC 60664-1 I

过电压类别符合 IEC

60664-1 标准

额定市电电压 ≤ 600VRMS I-IV

额定市电电压 ≤ 1000VRMS I-III

绝缘规范 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准

最大重复峰值隔离电压 VIORM 2121 VPK

最大工作隔离电压 VIOWM

交流电压 1500 VRMS

直流电压 2121 VDC

最大瞬态隔离电压 VIOTM
VTEST = VIOTM，t = 60s

VTEST = 1.2 × VIOTM，t = 1s
8000 VPK

最大浪涌隔离电压 VIOSM
符合 IEC 62368-1 的测试方法，1.2/50 µs 波形,

VTEST = 1.6 × VIOSM = 18000VPK
11250 VPK

视在电荷 qpd

方法 a，输入/输出安全测试子组 2/3 后

Vini = VIOTM，tini = 60s;

Vpd(m) = 1.2 × VIORM = 2545VPK，tm = 10s

<5 pC

方法 a，环境测试子组 1 后

Vini = VIOTM，tini = 60s;

Vpd(m) = 1.6 × VIORM = 3394VPK, tm = 10s

<5 pC

方法 b1，常规测试和预调节

Vini = 1.2 × VIOTM，tini = 1s;

Vpd(m) = 1.875 × VIORM = 3977VPK，tm = 1s

<5 pC

屏障电容，输入到输出 CIO VIO = 0.4 sin (2πft)，f =1MHz 1.5 pF

隔离电阻，输入到输出 RIO

VIO = 500V at TA = 25°C >1012

ΩVIO = 500V at 100°C ≤ TA ≤ 125°C >1011

VIO = 500V at TS = 150°C >109

污染程度 2

气候类别 40/125/21

UL 1577

耐受隔离电压 VISO

VTEST = VISO = 5700VRMS，t = 60s.

VTEST = 1.2 × VISO = 6840VRMS，t = 1s
5700 VRMS

VTEST = VISO =16000 VRMS，t = 60s. (在绝缘油中测试) 16000 VRMS

http://www.crosschipmicro.com
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7.2 安全认证

UL

根据 UL 1577 组件认证计划进行了认证
单一保护，5700 VRMS

Certificate Number：UL-US-2442758-0、 UL-CA-2432313-0

文件编号：E539511

7.3 安全限制值

参数 符号，测试条件 数值 单位

安全电源功耗 RJA = 97°C/W，TJ = 150°C，TA = 25°C

输入侧 20 mW

驱动侧 1260 mW

总功耗 1280 mW

安全电源电流
RJA = 97°C/W，VDD = 15V，TJ = 150°C，TA = 25°C 驱动侧 84 mA

RJA = 97°C/W，VDD = 25V，TJ = 150°C，TA = 25°C 驱动侧 50 mA

安全温度 TA 150 °C

http://www.crosschipmicro.com
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8 参数测量信息

8.1 传播延迟和脉冲宽度失真

图 8-1 展示了从输入 INP 到 VOUT 之间的传播延迟。图中显示了 tPLH、tPHL，从而得到脉冲宽度失真（tPWD = |tPLH - tPHL|）。

图 8-1 传播延迟和脉冲宽度失真

8.2 上升和下降时间

图 8-2 显示了测量上升时间（tr）和下降时间（tf）的标准。tr 测量 OUT 电压从 10%到 90%的时间，tf 测量 OUT 电压从 90%到 10%的时间。

图 8-2 输出上升和下降时间

8.3 电源 UVLO延迟到输出高

当电源电压VCC从低于复位阈值VCC_OFF变为高于释放阈值VCC_ON时，以及当电源电压VDD*从低于复位阈值VDD*_OFF变为高于释放阈值VDD*_ON

时，输入到输出开始响应之间存在延迟。对于 VCC_UVLO，此延迟被定义为 tVCC_ON to OUT，典型为 16us。对于 VDD*_UVLO，此延迟被定义为 tVDD*_ON to

OUT，典型为 6us。图 8-5 是 VCC和 VDD*的 UVLO 输出时序图。

图 8-3 电源 UVLO 输出时序

http://www.crosschipmicro.com


18

crossISO series
DATASHEET-CCi8333-SC-rev0.9-3

成都芯进电子股份有限公司版权所有 2025
https://www.crosschipmicro.com

8.4 故障报警

当芯片发生 DESAT 故障时，OUT 进入软关断过程，同时芯片将故障传回控制侧 XFLT。在 DESAT 故障发生后，芯片对输入端进行约 5us

的静音，此时 RDY 也被置低，直到静音时间结束。只有当 RDY 重新置高后，故障才可以通过 XRST 重置 XFLT。

图 8-4 故障报警输出时序

8.5 CMTI 测试

图 8-5 是 CMTI 测试配置的示意图。共模电压设置为 1500V。测试在 INN=L，INP=H（VOUT = 高电平）和 INN=L，INP=L（VOUT = 低

电平）的条件下进行。

图 8-5 CMTI 测试配置图

http://www.crosschipmicro.com
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9 功能详细描述

9.1 概述

CCi8333 器件是用于 IGBT 和 MOSFET 的隔离栅极驱动器。输入 CMOS 逻辑和输出功率级通过隔离电容隔离分开。

输入侧的 IO 电路与微控制器相连，包括栅极驱动控制和 RESET（XRST）输入、REDAY（XRDY）和 FAULT（XFLT）报警输出。功率级

由功率晶体管组成，可提供 6 A 上拉和 10 A 下拉电流，以驱动外部功率晶体管的电容负载，还包括 DESAT 检测电路，用于监控短路事件下的 IGBT

集电极至发射极过压。电容隔离核心由发送电路和接收电路组成，前者用于将信号通过电容隔离栅耦合，后者用于将接收隔离电容发送的信号，

并转化为驱动信号输出。

CCi8333 具有欠压锁定电路，可防止外部 IGBT 的栅极驱动不足，并具有有源输出下拉功能，可确保在输出电源电压不存在的情况下，栅极

驱动输出保持低电平。CCi8333 的有源米勒箝位功能，可用于防止外部功率晶体管因米勒效应而寄生导通。

图 9-1 CCi8333 功能框图

9.2 电源和有源米勒钳位

CCi8333 器件支持有源米勒钳位的双极和单极电源。

在使用双极电源的情况下，栅极上相对于发射极的负电压会使 IGBT 关断。这可防止 IGBT 因米勒效应，从集电极到栅极的感应电压，使得

栅极被意外导通。在这种情况下，无需将栅极驱动器的 CLAMP 输出连接到 IGBT 栅极，但将栅极驱动器的 CLAMP 输出连接到 IGBT 栅极也不是

问题。双极运行时，相对于 VSS 的 VDD 和 VEE 的典型值分别为 15V 和-8V。

在使用单极电源的情况下，通常 VDD 相对于 VSS 连接至 15 V，VEE 连接至 VSS。在这种使用情况下，由于 IGBT 集电极上的高电压压摆

率转换导致 IGBT 米勒电容产生额外电荷，因此 IGBT 可能导通。为防止 IGBT 导通，CLAMP 引脚连接至 IGBT 栅极，并通过低阻抗 CLAMP 晶

体管吸收米勒电流。

有源米勒钳位设计电流达到 1A（VCLAMP = 1V）。当 IGBT 关闭且栅极电压低于 1.8V 时，CLAMP 电流输出被激活。

9.3 主动输出下拉

主动输出下拉功能确保了当输出侧未连接到电源时，IGBT 栅极 OUTH/L 被夹紧到 VEE 上，以确保安全的 IGBT 关闭状态。

http://www.crosschipmicro.com
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9.4 欠压锁定 UVLO

CCi8333 在输出端引脚 (VDD 和 VSS 之间) 的供电电路块上设计了欠压锁定（UVLO）保护功能，主要体现于：当设备启动时，VDD偏置电

压低于 VDD_ON；在设备启动后，若 VDD偏置电压低于 VDD_OFF 时，VDD会处于 UVLO 保护下。所以无论阳极的状态如何，上部 PMOS 栅极都会被

Hi-Z 电阻上拉，从而处于断开状态，下部 NMOS 栅极都会被 UVLO 控制，形成导通状态，驱动器电压输出低。

如图 9-2，当驱动器的输出级 VDD处于无电源电压的浮空状态，如果输出被外围拉高，驱动器通过主动下拉功能，将输出电压引入到下部 NMOS

的栅极，输出被有效地钳位到下部 NMOS 器件的阈值电压，通常小于 1.5V。

图 9-2 主动下拉功能框图

VDD 的 UVLO 保护具有迟滞特性（VVDD_HYS）。当电源有接地噪声时，这种迟滞特性可以防止颤振，基于此可允许设备接受电源电压的微小

下降，这种电源电压的微小下降现象在设备开始切换和工作电流消耗突然增加时，都会发生。

9.5 RDY指示输出

RDY 引脚指示输入和输出侧 UVLO 内部保护功能的状态。如果设备的任一端供电不足（VCC 或 VDD），RDY 引脚输出低电平；否则，RDY

引脚输出高电平。RDY 引脚还可作为微控制器的一个指示，表明设备已准备好运行。

9.6 软关断 STO、XFLT、XRST

在 IGBT 的去饱和 (DESAT) 故障时，故障软关断程序启动，禁用 OUTH、OUTL，通过软关断模式，将 OUTL 拉至低电平。当去饱和激活

时，故障信号穿过隔离栅，将输入侧的 XFLT 输出拉至低电平，并阻断隔离器输入。tmute(约 5us)静音逻辑在软关断期间被激活。XFLT 输出条件

被锁定，只有在 RDY 变为高电平后，才能通过 XRST 输入端的低电平脉冲复位。XRST 有一个内部滤波器，用于抑制噪声和闪烁，XRST=L 的

状态需要大于最短持续时间（600ns），才能解除故障。当 XRST 上升延时，故障被解除，输入逻辑可重新被接收。

9.7 短路钳位

由于 IGBT 集电极和栅极之间存在寄生米勒电容，因此在短路情况下，电流会被导回栅极驱动器 OUTH/L 和 CLAMP 引脚。OUTH/L 和 CLAMP

引脚上的内部保护二极管有助于吸收这些电流，同时将这些引脚上的电压箝位到略高于输出侧电源的值。

http://www.crosschipmicro.com
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9.8 输入输出功能

表 9-1 列出了 CCi8333 的输入输出功能。

表 9-1 CCi8333 功能表

VCC VDD INP INN XRST RDY OUTH/L

PU PD X X X Low Low

PD PU X X X Low Low

PU PU X X Low High Low

PU Open X X X Low Low

PU PU Low X X High Low

PU PU X High X High Low

PU PU High Low High High High

PU: Power Up (VCC ≥ 2.9V, VDD ≥ 13V)，PD: Power Down (VCC ≤ 2.45V, VDD ≤ 10.4V)，X: Irrelevant.

http://www.crosschipmicro.com
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10 应用说明

10.1 典型应用电路

CCi8333 具有 UVLO 保护功能，如图 10-1，是一个典型的 IGBT 驱动电路。

图 10-1 IGBT 驱动电路

10.2 电源相关建议

器件的建议 VDD 电源电压= 13V-30V。VDD 电源电压范围的下限由器件的内部 UVLO 保护功能决定。对于正常操作，VDD 电压不应低于

UVLO 阈值，否则 UVLO 保护功能可将栅极驱动器输出钳位至低电平超过 5us。VDD 从 0V->15V 时，经历 POR、UVLO，输出钳位至低电平超

过 15us。VDD 不应超过建议的最大值 (30V)。本地旁路电容器应置于 VDD 和 VSS 引脚之间，建议放置 1uF~10uF 电容+100nF 电容(实现高频

滤波)。两个电容器都应尽可能靠近器件放置。建议使用低 ESR 陶瓷表面贴装电容器。

10.3 PCB布局

PCB 的布局对于获得最佳性能非常重要。一些关键准则如下：

1) 低 ESR 和低 ESL 旁路电容器应放置在设备附近，位于 VDD ~ VSS 之间。

2) 存在高频开关电流，对外部功率晶体管的栅极进行充电和放电，导致电磁干扰和振铃现象。栅极驱动器必须尽可能靠近晶体管来减少回路

面积，将回路的寄生电感应被最小化，并减少晶体管栅极端子的噪声。

3) 在 VDD ~ VSS 处放置大量铜进行散热。

4) 为确保原边和副边之间的隔离性能，避免在驱动设备下方放置任何 PCB 迹线或覆铜。建议采用 PCB 切口，以防止污染可能影响隔离性能。

http://www.crosschipmicro.com
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11 外形尺寸

SOP16W 封装

符号
尺寸（mm）

最小值 典型值 最大值

A - - 2.65

A1 0.10 - 0.30

A2 2.25 2.30 2.35

A3 0.97 1.02 1.07

b 0.35 - 0.43

c 0.25 - 0.29

D 10.20 10.30 10.40

E 10.10 10.30 10.50

E1 7.40 7.50 7.60

e 1.27 BSC

L 0.55 - 0.85

L1 1.40 REF

θ 0° - 8°

注意:

1. 尺寸单位为毫米

2. 详情参考产品名称定义

丝印:

第一行：CCi8333 – 产品名称

第二行：SWD-XYZ

 SWD - 产品的封装代码

 X - 输入通道数

 Y - UVLO档位

 Z - 使能控制位

第三行: XXYYWWZZ

 XX – 封装厂编码

 YYWW – 年周号

 ZZ – 订单序列流水号

http://www.crosschipmicro.com
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12 封装参考

推荐焊盘

注：所有尺寸单位为毫米。

http://www.crosschipmicro.com
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13 包装信息

SOP16W卷盘尺寸和载带尺寸

载带中 PIN1定位

注：

丝印面朝上，PIN1 位置在 Q1

每盘载带前空 30±5 格，后空 50±5

格。

卷盘基本尺寸(mm)

A B W1 W2 Max T D

330 100 16.4 22.4 1.5 270

载带基本尺寸(mm)

W A0 B0 K0 P0 P1

16 ± 0.30 10.7 ± 0.1 10.7 ± 0.1 3.00 ± 0.1 4.0 ± 0.1 12.00 ± 0.1

P2 F S E D0 T

2.0 ± 0.1 7.5 ± 0.1 0.0 ± 0.1 1.75 ± 0.1 1.0
0.05.1 

 0.3 ± 0.05

注：未注明公差 ± 0.2mm

http://www.crosschipmicro.com
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14 芯片的焊接工艺

焊接工艺要求：

http://www.crosschipmicro.com


27

crossISO series
DATASHEET-CCi8333-SC-rev0.9-3

成都芯进电子股份有限公司版权所有 2025
https://www.crosschipmicro.com

关于芯进

成都芯进电子股份有限公司(CrossChip Microsystems Inc.)成立于 2013 年，是一家国家高新技术企业，从事集成电路设计与销售。公司技术

实力雄厚，拥有 60 余项各类专利，主要应用于霍尔传感器信号处理，拥有下列产品线：

 高精度线性霍尔传感器

 各类霍尔开关

 单相电机驱动器

 单芯片电流传感器

 AMR 磁阻传感器

 隔离驱动类芯片

联系我们

成都

地址：四川省成都市高新西区天辰路 88 号 3 号楼 1 单元 1-5 楼

电话：+ 86 -028 - 87787685

邮箱：support@crosschipmicro.com

网址：https://www.crosschipmicro.com

深圳

地址：深圳市南山区科技园国信投资大厦 1005-1007

上海

地址：上海市浦东新区盛荣路 88 号盛大天地源创谷 1 号楼 602 室

苏州

地址：江苏省苏州市姑苏区西环路 1788 号中广核苏州科技大厦 B 座 1101
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